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X.68

xozvanin difusionin
Necavno se pojavila

W 0dgovari.

ou
ovoga woji je utrosen na
anja /3/.

Jednostruko progranir

Jedna tehnika s3e sactoji
Jumskop otpornika, speftonos izrad Lren
niskootporni provodnik /4/. T

: FUGPNIE
cosdoTas

rade zoie cda se postigne ugradnjom izolazora ToLul
cijumdioksida /5,6/ umeste polisilicijuma
sapjem silicijumnitridnog filma na istou
predmet razmatranje ovog rada.

sloiena izvedba polisilicijumsiog izoirz.or:

Kao i kod progratirljivih tranod
i wod silicijummnitridnih Jednostririo zTOCTC
ovi postaju aktivnl tek nakon razarc
drejnu i uspostavijanja %ontaliz
dopirarog drejna. Interesantnost
ze umesto silicijumdioksida leii
djivanja sil icijumpnitrida preko drejna bi
kroz obezbediivanje jednakih debliin
drejna. Sa 5111c13una10ks~dom je to meizvod
brzina rasta ovoeg ta i FY silisijumoxod -

2. EKSPERILET

7a izradu M03 1 PrOS progranirliivih traicistora sa silicijun=~-
E =3 dJd

pitridom kao programirljivim elementom loriiéene su silicijumsxe
plodice n~tipa, orjentacije (10C) 1 sre £i%ne otpornosti (4-7)Chncn.
Procesirane su standardnom polisilicijumcxon e 3

govara CIF 1802 mikrcprocesorsiio] serij® oc¢ Zoje & cdstuna IuO

dodatnog procesa LFCVD za deponovarje silicijumnitrida i fovopoctu-
pka na njemu. Programirljivi gilicijunnitrid = nonet naion devo—
zicije i otvaranja xontakata na teomperaturi oa 489°¢. Vrems tralu-
nja depozicije iznosilo je svega 3,7 nin, =

z0 bi se dobio relativ=-
po nizak probojni napon silicijumaitrida. Definisanje oveg filpa

amo ra kontaitnom otveru progran Lrliirih tran Sora parzon foto-
postupka uradjeno je plazne nagrlzangom. I za F.05 i za
anzistor koriséen je dizajm sz zatveorenom strukturon (Grejn opro~

Ny

1jen sorsom). Kontaktna ~ovrSina drejna svih franzistorsn lznosilza

¥ postavijena u -G8, "Ei-likroeleitl
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Falo T ot e M

da se ims u vidu da cu u siufaju
sled 1 vrstz heuijsizh procese pre fepecisije
ue
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cijumnitride isiovetni kao za uzerke sz soitel. O

raspodele probojnih napone narulenc je otuidwenie o

osobing P..0S5 1 NICS pro:razxrlg;vxh tranzictor
el E 82158}

it

TATY R R WY ey gy

i
. .
o) » 4

b 2 -
> 3. : srori
~ v . 5. .
; ! iako ot anoz
$ o LY - 5 s 3 i
H ! Cellg .7 Sloum ';b.na IV Cie
X o . L . llc‘um“,afi—:ﬂti\; 2 ey 70

o&;__..: 3 4

p.«- mp. ARz tr0aa fine] Socpeme mmemsoys fony)

(b}
001to Je da do fizilzog provojc izoliiora dolazi ma relte vilin

naporinmg od navecenih paponz, madsz i =ri

poss i

od ovora wupie da se
desi ukoliko Jje vrene Izlagenjs ronu dovelino dugos Inzjdudi u
vidu prethodnu napomenu, tolom programova:ja iranzistors nz drej-
nu je napon povelavan do pojeve izlsznih kerelrteristiks na ekrazu
trasera. U isto vreme step renerzior je bio ograniier nz maksimelno
12 V, po apsolutnoj vrednosti za ove vrste troncistors.
granovanja tranzistora izuerene su rjiihove strujnoncronc

zlon Dro-

Reciic Ld

kteristike, probojni napon sors-drejn i nason prasa. Ovi rezulsati
su uporedjeni sa odgovarajutim vrednostima sor.ueiara "normalnih®
tranzistora sa istih peleta ma kojima su rereri promrarirljivi tre
anzistori.

U pogledu nepona prezova i srobojnih uapona cors~drejn nije dilo
praktitno nikakve razlike izmedJju "normalnih! i progrenmovanih trenc
zistorae. L

Strujno-naponske karakteristile su merens ne Srazeru pri uslovi-
ma WgeNds|.« 5V/0,1V, 5¥/5V i 10V/10V i cute su u tabeli 1, upo-
redo sa :trujno naponsiin kzraltteristikaza "normalnih' dranzi-torsa.
Za obe vrste tranzistors prikazane su s“ednje vradnocti 03 10 e~
renja. Tabela takodde sadrii i reletivii ci'ec. 5 .rula "rormalno:

i programovanog tranzistcra izraen . u croecntinge

Uolliive Jje degradacija tranziciomsiih oral: terlstika U linenz-

noJj oblasti i WL i PLUS tranzistors. 1i o zz

1jiv trenzistor _egraiacijs iznoci & Sy 0l Gl u‘“:“istor:
relativni odnos izleznih struja, neren falols: froelas7 2 v vasle

=0,1V, ne daje vile o6 20,5 Prelozodi w ohl.-% zasiéenjn ovyl odnos
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Vigs=12V za ote ros
osnovu siike 2.

ngpona nz 4oeipu Za
2,7V, u sludzju k.o tranzis
Vds=18Y. U pogledu iy B
~3,387,da DI ce <¢ iI¢ naTon

rograrovanja uslecilo je merenje izincn
€ J

42T L0345

1liko talake. U ovol —ziu Je prilazcon

PPN

linearncj oblossi, za WgsVVdsLEf/C,lT ures Tolo:lu 3

Tavela 3. Strujno=-nznonslic

i Tranzisiera progra.cvan
nz gejtu; armplituda uns dre
-20V 2a 2.5 tranzistor; izl

[vesids=5v/C,1vV

;z:c"ila :e 13V za

azne strulic su morene za

Sirina
impulsa 10ms 5Cms 20Cnas SClos
lan Idp\ Ldn 1dp (Idn idp (ldn ,Iap
‘ . : = = v
Cuad)  (pua) (ua) (i) Y S R O
NT0S 202 187 2CC  18C 188 177 8¢ 167
Pi0S 37 15

Za PLCG progracovaze tranzistors lavakterisvike su zn

[w)
4
®
.
[N
&)
[¢]

izmere samo ukoliko je vreme programovanja bile 5CC ns, deiuéi ae
gradaciju u linearnom delu od prelo 2C.o. U pogledu ii..lo Srznzicto-
ra dobijene su izlazne struje loje su samo za 105 manje od ¢
n"normalne® tranzistore, bez obziraz naz Sirinu impulsa za drejnte.
Ovakvo ponadanje 1L.0s programirljivog tranzistora je svakako zbog
brieg povedanja struje kroz silicijurnitricd pri porastu uapona 1ef0

fto je to sludaj -od silicijumnitrida u 2. CJ tranzistorw, pri dimu
d J J &

+raba da se ika u vidu da je "alum

Junsla ele od G
tranzistora tokom nrograzovarjs polaricana pozitivno, a 2o8d It
tranzistora negativno.

o Tk I WASLOKIEIS

0 0 FlZloa
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- Eroboa izolasora 317ﬂn moZc <& 36
‘hominalnog, kao Stc je “to sludaj kod £iC
raka opisanih w 4. poglavijuw. . . . T

Merenje Jje.sprovedeno inverzi ;nu_nnalobu i3 y@
i ' eme trejaniz opterséeniz ma drcinu ilicprenidaluéi voveorkomdmpuliz ¢
. na_ gejtu Xanalz uSestanodlu od 5C KEz i s enenon iskoxiSienis od
50%. Amplituda signals iznosila je 5V, a jednosmercos nanosz xejta
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cijumdioksid kao pregrenirliiv Zilm /4,7/.
Programovani tranzistord imsju suenjenu izlse
w linecarnon delu, Eto je :cslcdic
prograuovanja. Cva polave d
kod .03 tranzistora. sadjsno je

Pii03 tranzistoraz potredazn veli
njeno i prisustvom vrlo tunkog
jumnitrid{si'ic'jum. Izrxereno

uspesSnuvisi Qku.huOg prozraniyl i
odlika Urorr cirdjivor p-~nu T3
boja rada nekolikxo stoti ina V/cn
N*Si/SiOQ/SiBN4 strukturanze Dz i sc
guénosti primene X

. rogeluo Zobr:o

ttris e 0 Drse

US programirliive:

ridox potrebno je cz se ispita pouzdancst
mirenja, meia Je izmerena odsovorniul

dioksica pa P'silicijumu /5,6/.
Autori ovof rawa se zahvaljiuju I.:

i
msku i elektronsku tehniku u Ljuvijani nz Auver analizi sili

CLg

nitridnih filmove
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